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(T1GaSez2)1-x(THNSz)x bark mohlullarinda 25-108 Hs tezlik intervalinda y -siialanmadan ovval vo sonra yiikdasima pro-
seslori impedans spektroskopiya metodu ils tadqiq olunmusdur. (TIGaSez2)1-x(T1INS2)x bark mohlullarinin dielektrik lgmoalori
20-10% Hs tezlik intervalinda aparilmigdir vo dielektrik niifuzlugunun, homginin dielektrik itgilorinin tezlikdon asilihginda re-
laksasiya xarakterli dispersiyanin oldugu miioyyan edilmisdir. (TIGaSe2)1-x(T1InS2)x bark mohlul kristallarinin dielektrik itgi
bucaginin tangensinin (tgd) tezlikdon asililig1 tokeo relaksasiya ilo deyil homginin kegiriciliklo baglidir. Relaksasiya tezliyinin
f,=10° Hs vo relaksasiya miiddetinin qiymatlori r =10-3s hesablanmigdir. Miioyyon edilmisdir ki, 10%-5-10°Hs tezlik interva-
linda lokallagmus hallar iizro elektrikkegiriciliyi o~f S (0,1 <S< 1,0) ganununa tabe olur. Tezliyin sonraki artmasinda sistemin
Superion halina kegidi kegiricilikdo ionalrin artmasi ilo olagodardir.

Acar sozlar: bork mohlullar, dielektrik niifuzlugu, relaksasiya miiddoti, dielektrik itgisi, relaksasiya polyarizasiyasi.
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PACS: 71.20.Nr, 72.20.Ee, 72.20.Fr, 72.20.Ht

1. GIRIS.

(T1GaSe2)1x(TINSy)x bark mohlullar1 A"'B"'CV,
layli-zoncirvar1 yarimkegiricilor sinfino daxildir. Miia-
sir bark cisimlor fizikasi vo bork cisim elektronikasi-
nin inkisaf x{isusiyyatlori strukturun nizamsizhigi ilo
olagadar materialin xiisusiyystlorine osaslanan yeni fi-
ziki xassolorin istifadosino osaslanmir. ©gor struktur
matrisin dilyiinlorinin yeridilmosinds ideal kriptogra-
fik simmetriya saxlanarsa, bu diiylinlorin (bark moh-
lullar) doldurulmasi, elektron spinlarinin (spin poz-
gunlugu) vo s. oriyentasiyasinda periodikliyin pozul-
masi sobobiylo nizamsizhq ola bilor. Nizamsiz materi-
allar enerji spektrinds xiisusi xiisusiyyotlorin miisahi-
do olundugu genis obyektlor sinfidir. Belo materiallar-
da dielektrik xiisusiyyatlorinin relaksasiya proseslori-
nin mexanizmi doyisir, yilkdaginma prosesindo xarak-
terik xiisusiyyostlor miisahido olunur. Miixtolif mexa-
nizmlori 6lgiilo bilon parametrlors ayirmaq istoyarkon
boyiik ¢otinliklor yaranir. Texniki moqsadlor iigiin, ak-
tual miihitds yiikdasiyicilarin tabiotini dyronmok tigiin
elektrik otiirtilmosi mexanizmini yaratmaq lazimdir.

TIBCVYY; {imumi formulda birleso bilon anizo-
trop kristallar arasinda zoncirvari va layl struktura sa-
hib olan kristallar xiisusi yer tutur. Bu birlogmolor inf-
raqumizi, goriinen vo X-ray spektr oblastlarinda
yiiksok hoassasliq niimayis etdirirlor [1-10]. Birlogsmo-
lorin bu xiisusiyyatine gors, optoelektron sistemlards,
fotorezistorlar, fotodetektorlar, rentgen detektorlar,
niiva detektorlar1 va. s. funksional elementlar kimi is-
tifads olunur [11-18].

Bu isin osas magsadi, (TIGaSez)1x(TIINSy)x bark
moahlullarmin dayisen elektrik sahasinds, miixtslif tez-
lik intervalinda y -stialanmadan ovval vo sonra impe-
dans spektrlorini tadqiq etmak, bork mohlullarin die-
lektrik sabitinin xiisusiyyatlorini, homginin dielektrik
itgilorinin tobistini miioyyon etmokdon ibaratdir. Bun-
dan olava, (TIGaSez)1x(THNS,)x ikili sistemlorin faza
diagramlaridaki kasiklor iigiin elektrikkegiriciliyino
torkibin, qurulusun ve y-giialanmanin tesiri dyranil-
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misdir. Todqiqat obyekti kimi, xiisusi ikili sistemlorin
secilmasi asagidaki amillorlo izah edilo bilor:
TIGaSe,-TIINS; sistemlari tiglin oxsar monoklin quru-
lus vo elemenlorin ion radiuslarinin yaxinligini qeyd
etmok vacibdir (Rins+ = 0,081uM, Rgaz+= 0.062 HM,
Rse2-= 0.198 uM, Rsp-= 0.184uMm). Bu goxkomponentli
birlosmoalorde temperaturun genis intervalinda bork
mohlullarm ovoazlomalorinin méveuddlugunun yiiksok
oldugu Qoldmit ganunu ilo uygundur.

2. EKSPERIMENT.

Bork mohlul niimunalori, vakuumlasdirilmig
kvars ampulada ilkin komponentlorin (tamizlik dore-
cosi 99.99) orintilorindon sintez edilmis vo onlarm mo-
nokristallart Bricmen metodu ilo yetisdirilmisdir.
Tadgiqat tiglin niimunalor kristalin "c" oxuna perpen-
dikulyar istigamatds diizbucaqgli formada kasilmisdir.
(TIGaSe2)1.x(THNnSz)x bark mohlul kristal nimunalori-
nin elektrik kegiriciliyinin temperaturdan asililigini
Olgmoak igiin tadqiq olunan materiallardan kondensa-
tor hazirlanmigdir. (TIGaSe2)1x(T1INS2)x bark mohlul
niimunalorinin elektrikkegiriciliyi 20-10% Hs tezlik
intervalinda impedans spektroskopiyasi metodu ilo
tadqiq edilmigdir. Xarici saha totbiq etmodon niimuns
350 K temperaturda bir necs saat saxlanildi. Elektrik-
kegiriciliyinin todqiqatlar1 E7-25 roqomsal 6l¢ii ciha-
zinda aparilmigdir, Slgmanin daqiqliyi 0.1 % -dir

3. NOTiCOLOR VO MUZAKIROLOR.

a) (TIGaSe2)1x(TlINSz)x bork mohlullarinda
dielektrik sabitinin (¢', £'’) tezlikdon asihhg.

Nizamsiz struktura malik birlosmalara zaif dayi-
son elektrik sahosi totbiq etdikdo, miixtalif temperatur
vo tezlik intervalinda bas veran ii¢ forqli yiikdagmma
mexanizminin mévcudlugu nozars alinmahdir [19].

Delokalize olunmus hallarda yiikdasinma yiiksok
tezliklords bag verir.
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Lokallagmig hallar iizro kegiriciliyin tezlikdon
astlilig1 asagidaki qanunla doyisir:

Re o(w) ~w® 1)

Burada 0.7 <s< 1.

Bu asihilq adoton 10° Hs tezliklors godor hoyata
kecir. Nizamsiz sistemlords yiikdaginma mexanizmi
sigrayigh xarakter dastyir [19,20]. (1) asililig1 genis bir
tezlik intervalinda hoyata kegirilir.

Is [22]-do sigrayisin uzunlugunun genis yayil-
mast ilo doyison elektrik sahosindo elektrik daginmasi
proseslori nazordon kegirilmisdir. Bu mexanizim elek-
tron-fonon qarsiliqli tosirino osaslanan, lokallagmig
hallar arasindaki potensial baryer vasitasi ilo yiikdagi-
yicilarin tunellogmosi kimi tomsil oluna bilor. Bu mo-
del sonda (1) ifadssino gotirib ¢ixarir. Orta effektiv
iisula osaslanan sigrayish kegiriciliyin tohlili [21] isin-
das verilmisdir. Bu metodda, hom qisamiiddatli diizal-
dilmis sistemlor, ham do fazada diiyiinlorin ardicil ton-
zimlonmosina dair mosalolor nozardon kegirilir. Bu
tisulda ¥(w) funksiyasinin tezlikdon asililigi nozors
alinir, sabit corayan va yiiksak tezlikli proseslorin pay1
nozors alinmir. [21] -o gora li¢olgiili sistemlor tigiin
P(w) funksiyasinin forqli sahslori; sonsuz klasterlor
tizorinds sigrayiglar, ¥(w)~ 1/ w; boyiik , lakin sonlu
bir klaster halinda ¥(w) ~ Inw; ikidon ¢ox diiylinii olan
klaster halinda , ¥(w) @ —dan asilt olmur; ikidiyiinlii
sigrayislar ligiin ¥(w) artan o ilo azalir. Belsliklo, ni-
zamsiz mithitds doyison coroyanin yiikkdasmma prose-
sinin tadqiqi zamani eksperimental molumatlarm diq-
gatlo tohlil edilmoasi vo on uygun modelin secilmosi to-
lob olunur. Bork cisimlorin dielektrik parametrlorini
Olgarkon, impedans spektroskopiya metodundan istifa-
do olunur vo bir qayda olaraq, kompleks dielektrik
sabitinin e=¢'—j¢" istifado olunur, burada &' vo &” die-I

lektrik sabitinin haqiqi vo xoyali hissaloridir. Bu iisul,
hom todqiq olunan obyektlorin qalinligma, hom do
sarhaddaki kesiricilik xiisusiyyatlori hagqinda tam ma-
lumat oldo etmoys imkan verir. Olgmo zamani niimu-
naya 1 V gorginlik tatbiq edilmisdir.

Dielektrik sabitin hoqiqi vo xayali hissalori (2)
ifadasine gors hesablanir.

El :g V3 8// =t95€/ (2)

&

Sokil 1-do (oyri 1) (TIGaSe2)1x(TlNS2)x bark
mohlullarmin x=0; 0,2; 0,3 torkiblorinds dielektrik nii-
fuzlugunun haqiqi vo xoyali hissasinin tezlikdon asili-
l1g1 verilmisdir.

Bu xiisusiyyatlor, elektrik sahasinin 6lgmos tezli-
yinin artmasi ilo kompleks impedans komponentlori-
nin qiymotlorinin azalmasinin miisahide olunmasi dis-
persiya xassolorini askar edir. Sokil 1 oyrilorindo 10-
dan 108 Hs-dak artan tezliklords &' zoif azalir va nisba-
ton asagi tezliklordo koskin asagi disiir, yiiksok
tezliklordo (f>10° Hs) &' f-don zoif asili oldugu vo
105Hs tezliklorinds ~18,0 giymatini aldig1 gostorilmis-
dir. (TIGaSe2)1x(T1INS2)x bark mohlul kristallar1 tigiin
yiiksoktezlikli dielektrik sabitinin bu qiymsatlori eyni
zamanda optik dielektrik sabitinin &’ qiymati ilo eyni-
dir. 0.25 MQr doza ilo gamma siialanmaya moruz qa-
lan niimunalorin tezlik dispersiyasinin tabisti zaif da-
yisir (sokil 1 oyri a va b). Yiksok tezliklords
(TIGaSe2)1x(THNnSz)x bark mohlullarinda x=0 oldug-
da, &' 10 dofs azalir, x=0.1 torkibi li¢iin &’ 2 dofa, x=0.2
ticiin ise &' 1.5 dofo azalwr. &' vo ¢" tezlik doyismasinin
tobioti (T1GaSe2)1x(TIINS,)x bork mohlullarinda  di-
elektrik sabitinin relaksasiya dispersiyast movcudlu-
gunu gostarir.
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Sokil 1. T=300K temperatur intervalinda (T1GaSe2)1-x(T1InSz2)x bork mohlullarinin kompleks dielktrik nifuzlugunun
haqiqi va xayali hissalerin tezlik dispersiyasindan asililigi. a-OMGy ayri 1- x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3;
b—0.25 MGy ayri 1- x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3.
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(TIGaSe2)1x(THINS,)x kristallarin dielektrik sabiti-
nin (¢”) xayali hissasinin tezlik asililiginda tezlik dis-
persiyasi movcuddur, lakin siialanmadan ovval va
gamma siialanmaya moruz galmis niimunslords tezlik
astlilig1 zoifdir. Molumdur ki, dielektriklordo aktivlos-
dirmo vo relaksasiya proseslori, kompleks dielektrik
sabitinin xoyali hissosinin & tezlikdon asililiginda
maksimumla miisahids olunur, ancaq sokil 1 a vo b -
do hom ilkin, hom do siialanmig niimunalor {igiin &
tezliyin artmast ilo azalir. Bu ciir doyisiklik kegiricili-
yin artmasina xarakterikdir, ¢iinki &'~ o (@)/w, (1) ifa-
dosini nozars alaraq &"~ 0 ®® yaza bilorik.

b) Dielektrik itgilorinin tangens bucaginin
tezlikdon asihihg:.

(TIGaSe2)1.x(THNnSz)x bark mohlullarinin dielek-
trik itgilorinin tangens bucaginin tezlikdon asililigt
sokil 2-do verilmisdir. Bork mohlullarin biitiin nii-
munolori tigiin f~10° Hs tezlik intervalinda tgd(f) asi-
lihginda maksimum miisahids olunur va 108 Hs tez-
likdo minimuma diisiir. f, = 10% Hs tezlik dispersiyasi-
nin vo relaksasiya miiddatinin 7 = 10 qiymoti hesab-
lanmisdir. Eyni tezlik sahosindo Ol¢iilmiis
(TIGaSe2)1x(THNS2)x bark mohlullarinin dielektrik it-
gilori sokil 2-do gostorilmisdir. Bu ¢iir xiisusiyyat
tgd(f) bork mohlul kristallarinda relaksasiya itgilorinin
movcudlugunu vo sicrayish kegiriciliyinin oldugunu
gostorir [9].

[23, 24] islordo  (TIGaSe2)1-x(THNS2)x bark moh-
lullarinin kegiriciliyin temperaturdan asililigi gostoril-
misdir ki, bu da yiikdastyicilarin ion konsentrasiyalari-
nimn artmasi ilo slagodardir vo xarici elektrik sahasinin
tosiri altinda bloklanmis elektrodlardan istifado edorok
elektron oblastda kristallar ikiqat elektrik sahasindo
formalagirlar.

Bu sothdo tutumun artmast dielektrik sabitin
kaskin artmasina sabab olur (sokil 1 vo 2). Sakil 3-do
(TIGaSe2)1x(THNS2)x bark mohlullarin x=0; 0.1 vo 0.3I
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torkiblori Gigtin T=350 K do ac-keciriciliyinin tezlikdon
asililig verilmisdir. Olgmolor siialanmadan oavval (a)
va y - 0.25 MGy siialandigdan sonra (b) aparilmigdir.
[23, 24] odobiyyatlara asason 350 K temperaturda
sistem superion fazada olur. 10° Hs tezlikdo bork
mohlullarm ac-kegiriciliyinds toxminan 10 dofs koskin
artim miisahido olunur. 0.25 MGy dozada gamma
stialanma kegiriciliyin tezlikdon asililigina faktiki ola-
raq tasir etmir. Gortindityii kimi, 350 K-da (T1GaSe;):-
x(TIINS2)x bork mohlullarin  artiq superion fazada
olmasi, bu temperaturda kegiricilikde ionlarmn istirak
etmosi ilo vo sistemin nizamsiz olmasi ilo slagodardir.
Beloliklo, bu sortlordo radiasiyanin tesiri ilo yaranan
olavo defektlor kegiriciliyin tezlikdon asililigmna tosir
gostormoz.

Tadqiq olunan kristallarin layli qurulusu TI** ion-
lar1 tigiin GasSei1o(InsSyo) laylar1 arasinda bosluglarda
olan vo laylarla zoif olagosi olan, sistemin ion kegiricCi-
liyini yaradan uygun kegirici kanallar yaradir [23].
(TIGaSe2)1x(TlINS2)x bork mohlul niimunslori tigiin
350K-do Olgiilmiis silialanmadan ovval (a) vo
0.25MGy dozada olgiilmiis Z'(f) vo Z"(f) asilihiglart
sokil 4-ds verilmisdir. Miisahido olunan xiisusiyyatlor
kompleks impedansda 6lgme sahasinin tezliyinin art-
masi ilo azalmaya sabab olan dispersiyant gostarir.
Asag tezlik intervalinda 10% Hs-o qoder radiasiya to-
sirino moruz qalmayan niimunslords todqiq edilon
funksiyalarda imumi azalma miisahido olunur. Eyni
zamanda, 10° Hs tezlik intervalinda radiasiya tosirine
moruz qalmig bark mohlullarin x=0,2 vo 0,3 niimune-
lorindo nozors garpan xiisusiyyatlor miisahido olunur
(ayri b). 10* Hs -don yuxar tezliklorde kompleks im-
pedansin haqiqi vo xayali hissalorinin spektrlori sabit
minimum qiymoto borabar olur (alr). Impedans dis-
persiyasinin mévcudlugu, impedansin xoyali hissosi-
nin Z" hoaqiqi hissadon Z' asililigmni nozords tutan
hodografdan istifado edorok toyin olunan elektrik
relaksasiya miiddatine barabar olur.
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Sokil 2. T=300K temperatur intervalinda (T1GaSe2)1-x(T1INS2)x bork mahlullarinin dielektrik itgi bucagimin tezlikdon
asilihgl. a- OMGy oyri 1- x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3: b— 0.25 MGy oyri 1- x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3.
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Sokil 3. T=300K temperatur intervalinda (T1GaSe2)1-x(T1InS2)x bork mohlullarinin ac—kegiriciliyi a-0OMGy ayri 1-x=0;
2-x=0,2; 3-x=0,3: b—0.25 MGy oyri 1-x=0; 2-x=0,2; 3—x=0,3.
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c) ac kegiricilik.

[11] igsdo (TIGaSe2)1x(TIINS,), bark mohlullarin-
da 7>300K-ds kegiriciliyin sigrayisla artmasi miisahi-
da olunmusdur Ki, bu da yiikdasiyicilarin ion konsen-
trasiyasinin artmasi ilo alagalidir.Bunula belo, (elek-
trodlarin bloklanma halinda) xarici elektrik saho-
sinin totbiqi elektron oblastinda formalasan ikiqgat
elektrik sahasina gatirib ¢ixarir.

Sokil 3-do (TIGaSez)1x(TIINS,)x bark mohlullari-
nm (x=0; 0.1 u 0.3) T=300K temperaturda ac kegi-
riciliyinin temperaturdan asililig1 verilmisdir. Olgmo-
lor siialanmadan ovval (a) vo siialanmadan sonra (b)
0-25 MGy dozada aparilmigdir. 108 tezliyindo bark
mohlulun ac kegiriciliyinin toxminon 10 dofo koskin
artimi  miisahido olunur. Sokil 3-don gorinir ki,
0.25Mgy siialanma dozasinda elektrik kegiriciliyinin
tezlik asililigina, praktiki olaraq radiasiya tesir etmir.
Bu onunla olgadardir ki, (TIGaSe2)1x(THNS2)x bark
mohlulu 300 K temperatur vo 108 tezliyindo superion
fazada yerlosir, bu tempraturda vs bu tezlikds kegirici-
lik osason ionlagsmis vo sistem nizamsizlagsmisdir. Be-
laliklo, bu soraitds olave defektlor radiasiyaya moruz
qaldiqda elektrik kegiriciliyinin tezlik asililigina tosir
gostormir.

Molumdur ki, TIB3C®, qrup kristallarda kegirici-
lik Fermi soviyyosi yaxmliginda lokallagmis hallarin,
fononlarn istiraki ilo vo doyison uzunluqlu sigrayisin
komoyi ilo otiiriilir [12-14].

Dayigon elektrik sahasindo vo otaq tempraturun-
da (TIGaSe2)1x(TIINSy)x bark mohlullarin kegiricilik
mexanizminin 6yronilmosi maraq kosb edir. Sokil 3-do
T=300K-do (T1GaSe2)1x(THNS,)x bork mohlullarin
elektrik kegiriciliyinin tezlikdon asililig1 verilmisdir.

oac(f) asililigmm xarakterik xiisusiyyetindon go-
riiniir ki , gac~f® kicik tezliklordo f ~5-10°Hs oldugda,
bu asililiq oac~f08

ganununa tabedir. [7] isdo bu cwiirI
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Saokil 4. T=300K temperatur intervalinda (T1GaSez2)1-x(T1InS2)x bark mohlullarinin

asililiq Fermi soviyyasi yaxmligida lokallasmis halla-
rn kecirilmosi ilo olaqodardir.

Kegiriciliyin sigrayigli olmasmi nozoro alaraq
f<<Vpn vo Vpn=10%2Hs tezliklordo lokallasma radiusu
a= 34A, sigrayish kegiriciliyin xarakterik parametrlori
- Fermi soviyyssindo hal sixlig1 (Nf), sigrayisin orta
uzunlugu (R), darin talolorin konsentrasiyasi (N) fermi
soviyyssindo lokallagmis hallarin enerjisi AE hesab-
lanmigdir. Cadvelde T=300K vo 5:10° Hs tezliyindo
sigrayish keciriciliyin xarakterik parametrlori veril-
misdir. 0.25 MGy dozada kristallarin siialanmasi
kegiriciliyin xiisusiyyatloring tosir etmamisdir.

d) Komplek impedans spektrlarinin haqigi ve
xayali hissalarinin (Z'(f); Z"(f)) tezlikdon asithhig.

Sotho yaxin oblastda meydana galon yiiklorin
imumi kegiricilikde kegiricilik paymi ayirmaq igiin
impedans spektroskopiya metodundan istifads olunur.
Impedans spektroskopiya metodu qodoqraf oyrilorin
gurulmasina vo onlarin analizino asaslanir.

Sokil 4-do 0.25MGy dozada siialandirilmis
(TIGaSe2)1.x(TlINS2)x bark mohlullarin - T=300K-do
Z'(f) va Z'(f) asililiglar1 ayri (a) va (b) verilmisdir. Ve-
rilmis asililigda dispersiya miisahido olunur ki, bu da
doayisan sahads tezliyin artmast ilo impedans kompo-
nentlorinin asag1 diismosini gdstarir. Niimunoalorde 10*
Hs kicik tezlik oblastinda, radiasiyaya moruz qalma-
yan tadqiq olunan funksiyalarin azalmasi miisahido
olunur. Eyni zamanda 10° Hs tezlikdo x=0.2 vo 0.3 ol-
duqda stialanmis niimunalords gdstarilon xiisusiyyat-
lor miisahide olunur (eyri b).10* Hs-don yuxar1 olan
tezliklordon baslayaraq kompleks impedansin xoyali
vo hoqiqi komponentlorinin spektrlori daim minimum
giymoatlor alir. Impedans dispersiyanin mévcudlugu
elektrik relaksasiyasi zamani impedansin (Z") xoyali
komponentinin hoqiqi (Z') iizerinde asililigini quraraq
godografin kdmayi ils tayin olunur.

1z
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- N
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/
s
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Igf (Hz)

kompleks impedansin haqiqi vo

xayali hissasinin tezlidon asililigi. Sok a-OMGy oayri 1-x=0; 2—x=0,2; 3-x=0,3: b—0.25 MGy ayri 1-x=0; 2-x=0,2; 3-x=0,3.
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Sokil 5-do (T1GaSe2)1x(THnS2)x bork mohlulla-
rmm 350 K temperaturda impedans qodoqraflari
verilmisdir. Ol¢molor siialanmadan ovval (a) vo v-
stialanmanin 0.25 MGy dozasinda aparilmisdir. ©ldo
olunan oyrilarin sokli diffuziya mexanizmi ils olagoli
iki relaksasiya mexanizminin varh@mi gostorir; [23]
isinds impedans hodografinin asagi tezlikli hissasinda
diiz xatlorin Varburq impedansi ilo slagali oldugu gos-
torilmigdir. Bununla yanasi, Kristahn hocmi xiisusiy-
yotlorini oks etdiron relaksasiya mexanizmi talli|

altqofasindo TI** vakansiyalar1 {izro ion kegiriciliyinin

bas vermasi ilo sortlonir. Kristallarin 0.25 MGy doza-
da siialanmasindan sonra agagi tezlik hissasindo (sokil-
do oyri b), Varburq diffuz impedansi ilo slagali olan
diiz xatlor Z" ilo Z' maksumum qiymotdon daha asagi
oldugu ortaya ¢ixir. y — stialanmadan sonra niimunslo-
rin impedans hodoqrafindak: belo doyisiklik siialan-
madan sonra relaksasiya proseslorinin tabisti ils
olagodardir.
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Sokil 5. T=300K temperatur intervalinda (T1GaSe2)1-x(T1INSz2)x bork mahlullarinin impedans qodoqrafi. a - 0OMGy oyri
1-x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3: b-0.25 MGy ayri 1- x=0; 2— x=0,2; 3— x=0,3.

4. NOTIiCO.

(TIGaSe2)1.x(T1INS,)x bark mohlullarin (x=0; 0.2
va 0.3 niitmunalorinda) kompleks dielekrik niifuzlugu-
nun hagigi va xayali hissalari (a), dielektrik itkisinin
tangens bucagi (b), ac-kegiriciliyi () vo kompleks
impedansin haqigi vo xayali hissalori (d) 0.25MGy
stialanma dozasindan ovval vo sonra genis todqiq
olunmusdur.

Dielektrik niifuzlugunun tezlik dispersiyast vo
dielektrik itki bucaginin relaksor xassslori miioyyan

edilmisdir. Gostorilmisdir ki, ylikdasinma mexanizmi
10° Hs tezlikda Fermi saviyyasi yaxmhiginda sigrayisl
xarakter dastyir. y stialnamadan ovval vo sonra kegiri-
ciliyin verilmis mexanizminin parametrlori qiymat-
londirilmigdir. Miioyyan edilmisdir ki, kegiriciliyin
T=350K vo 10° Hs tezlikdo sigrayisla artmasi sistemin
superion halina kegmasi ilo alagadardir.
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R.M.Sardarly, F.T.Salmanov, N.A.Aliyeva

IMPEDANCE CHARACTERISTICS OF y—IRRADIATED (TIGaSe2)1-x(THNSz2)x
SOLID SOLUTIONS

Using the impedance spectroscopy methods the charge transfer in solid solution (TIGaSe2)1x(T1InS2)x in the frequency
range of 20 —10° Hz before and after y — irradiation with a dose of 0.25 MGy have been investigated. The relaxation character
of dielectric constant dispersion and dielectric loss nature are established. The frequency dependence of the dielectric loss
tangent (tgd) in solid solution crystals (TIGaSe2)1-x(T1InS2)x is due not by only thr relaxation polarization, but also by through
conduction. The response rate is fp=10° Hs and the duration of the relaxation period is z = 10-3s. It is found that the regularity
o~ $ (0,1 <5< 1,0) indicating on electric conduction on localized states takes place in frequency range 10° - 5-10° Hz for the
electric conduction. The further frequency increase leads to the increase of ionic conductivity and to the system transition in
the superionic state.

P.M. Capaapasl, @.T. Canmanos, H.A. AnueBa

NUMITEJAHCHBIE XAPAKTEPUCTHUKU y -OBJYYEHHBIX TBEPAbIX PACTBOPOB
(TIGaSe2)1x(TIINSz)x

MerofaMu  MMITEAaHCHOHM CIIEKTPOCKOIMH MCCIIENOBaHBI IIPOIECCH MepeHoca 3apsifa B TBEPIBIX pacTBOpax
(TIGaSe2)1x(TlINS2)x B muanazone wacror 20 —10° I'y 1o, 1 mocne y —06IyueHns. Y CTAHOBIIEH PENaKCAIMOHHBIN XapaKkTep
JVICTICPCHH TUBJICKTPUYECKOI MPOHUIIAEMOCTH, a TaKkKe MPUPOJa JUAJICKTPHUECKUX TOTeph. JacToTHAas 3aBUCHMOCTh TaH-
reHca yria JUIJIEKTPHYECKHX T10Teph (1gd) B KpHcTamiax TBepasix pacTBopoB (T1GaSe2)1-x(TIINS2)x 06yciosieHa He TOILKO
PENaKCAlMOHHOI TONSAPU3aLMel, HO M CKBO3HON MPOBOAMMOCTHIO. YacToTa penakcanuu cocrasisna 10°Tu, a nponosmku-
TeNbHOCTh nepuofa penakcanuu v = 107 ¢. Ycranosneno, uro B uacToTHoM unTepBajie 10° - 5-10° T’ am1s snekTponpoBo-
HOCTH BBITIONHSETCS 3aK0HOMepHOCTE o~f 5(0,1 <S< 1,0) yka3bIBaromast Ha MPOBOJUMOCTE MO JIOKATH30BAHHBIM COCTOSHHUSM.
JlanpHeNIii poCcT 4acTOTHI MPUBOAUT K POCTY HOHHOW IIPOBOANMOCTH U IEPEXOY CHCTEMBI B CYIIEPUOHHOE COCTOSIHUE.
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